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パワートランジスタ

2SB940, 2B940A
シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形

電力増幅用
テレビ垂直偏向出力用
2SD1264, 2SD1264Aとコンプリメンタリ

■ 特　長
● コレクタ・エミッタ電圧VCEOが高い。
● コレクタ損失PCが大きい。
● 放熱板への取付けがビス1本で可能な"フルパック"パッ
ケージ。

■ 絶対最大定格  (TC=25˚C)
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■ 電気的特性  (TC=25˚C)
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IC = –50µA, IE = 0
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VCE = –10V, IC = –0.5A, f = 10MHz
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パワートランジスタ 2SB940, 2SB940A

PC — Ta IC — VCE IC — VBE

VCE(sat)— IC hFE — IC fT — IC
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